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GaAs 基板上に成長した InGaAs/GaAsP
多重量子井戸構造は、通常のバルク成長で

は得られないバンドギャップエネルギーを

実現できることから、多接合太陽電池など

の応用に有望なナノ構造材料であると考え

られている。InGaAs 井戸層と GaAsP 障壁

層は GaAs 基板に対して互いに異なる方向

の応力を生じるため、歪みを補償しつつ成

長を進めることで良好な品質の結晶が得ら

れることが利点であるが、成長時の応力を

完全に補償したとしても積層数の増加によ

り、欠陥に起因する異常成長がみられるこ

とが知られている。これに対して、これま

での我々の研究から、多重量子井戸の成長

中において、InGaAs と GaAsP の間にごく

薄い GaAs 緩衝層を形成することにより結

晶性が改善されることが、表面その場観察

や XRD の解析により示された[1]。 
本研究では、MOVPE 成長によって

GaAs pin 構造の i 層に 10 層の多重量子井

戸を挿入した太陽電池構造を試作し、特性

評価を行った。この際、それぞれ量子井戸

に GaAs 緩衝層がある場合とない場合の 2
通りのサンプルを準備し、それぞれ同一の

有効バンドギャップ(1.28 eV)となるよう形

成した。I-V 特性(Fig.1)および分光量子効率

測定から、光の吸収および短絡電流密度が

ほぼ同じであるのに対して、GaAs 緩衝層

がある場合で有意に開放電圧が大きくなる

という結果が得られた。さらに、EL 測定に

よる評価(Fig.2)から、緩衝層を持つサンプ

ルにおいて内部発光効率が増大し、結晶性

の向上を示唆する結果が得られた。 

 
Fig. 1 Light I-V of GaAs cell w/o and w/ GaAs interlayers.  

  
Fig.2 Internal luminescence efficiency of MQWs cells 

w/o and w/ GaAs interlayers. 
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